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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ» 

Осенний семестр 2025-2026 учебного года

Специальность 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование 

радиоэлектронных средств

(группа 212601)
1. Моделирование электрических характеристик электронных систем.
2. Назначение и задачи моделирования электрических характеристик электронных систем.

3. Программное обеспечение моделирования электрических характеристик электронных систем.

4. Модели большого и малого сигнала. Область применения.
5. Модели электрических характеристик элементов электронных систем.
6. Принцип моделирования электрических характеристик элементов электронных систем.
7. Модель диода по постоянному току. Назначение.
8. Эквивалентная схема модели диода по постоянному току и режиму большого сигнала.
9. Математическая модель генератора тока диода по постоянному току и режиму большого сигнала.
10. Параметры математической модели генератора тока диода по постоянному току и режиму большого сигнала и методы их определения.
11. Физические модели накопления заряда в диоде и их математическое моделирование.
12. Параметры математических моделей элементов накопления заряда в диоде по постоянному току и режиму большого сигнала и методы их определения.
13. Физическая модель сопротивления диода в режиме большого сигнала и метод егоопределения.

14. Малосигнальная модель диода. Назначение. Эквивалентная схема.
15. Параметры малосигнальной математической модели. Физический смысл. Методы определения. 
16. Шумовая модель диода. Назначение. Эквивалентная схема.
17. Физический смысл генераторов шума шумовой модели диода и их математическое моделирование.
18. Температурная модель диода. Назначение. 
19. Моделирование температурной зависимости электрических параметров диода.

20. Электрические модели биполярного транзистора. Модели Эберса-Молла и Гуммеля-Пунна.
21. Модель биполярного транзистора по постоянному току и режиму большого сигнала. Назначение.
22. Эквивалентная схема биполярного транзистора по постоянному току и режиму большого сигнала.
23. Физические модели составляющих генератора тока базы и их математическое моделирование. 

24. Зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора. Физическая модель.
25. Прямой и инверсный режимы работы биполярного транзистора. Моделирование генератора тока базы в прямом и инверсном режимах работы биполярного транзистора.

26.Моделирование генератора тока коллектора. Выходная вольтамперная характеристика биполярного транзистора. Физическое и математическое моделирование. 
27. Зарядовые коэффициенты в математической модели генератора тока коллектора. Назначение и физических смысл.
28. Моделирование сопротивления базы биполярного транзистора. 

29. Элементы накопления заряда эквивалентной схемы биполярного транзистора по постоянному току. 
Физическая и математическая зарядовые модели элементов накопления заряда.

30. Физическая и математическая зарядовые модели элементов накопления заряда.
31. Физическая и математическая инжекционные модели элементов накопления заряда.
32. Малосигнальная модель биполярного транзистора. Назначение.
33. Эквивалентная схема малосигнальной модели биполярного транзистора.
34. Моделирование элементов малосигнальной модели биполярного транзистора.

35. Шумовая модель биполярного транзистора. Назначение.
36. Эквивалентная схема шумовой модели биполярного транзистора.
37. Моделирование элементов шумовой модели биполярного транзистора.
38. Температурная модель биполярного транзистора. Назначение.
39. Моделирование температурной зависимости электрических параметров биполярного транзистора.

40. Физическая модель полевого транзистора с управляющим р-п переходом (ПТУП) и затвором Шоттки. Модель Шичмена-Ходжеса.
41. Эквивалентная схема ПТУП по постоянному току и режиму большого сигнала.
42. Физическая и математическая модели генератора стока ПТУП.
43. Параметры математической модели генератора стока ПТУП.

44. Физическая и математическая модели диодов и элементов накопления заряда ПТУП.

45. Малосигнальная модель ПТУП. Назначение.
46. Эквивалентная схема малосигнальной модели ПТУП. 
47. Моделирование параметров элементов эквивалентной схемы малосигнальной модели ПТУ.

48. Шумовая модель ПТУП. Эквивалентная схема.
49. Физическое и математическое моделирование параметров элементов эквивалентной схемы шумовой модели ПТУП.
50. Температурная модель ПТУП. Моделирование температурной зависимости параметров ПТУП.
51. Модель МДП транзистора. Эквивалентная схема МДП транзистора модели МДП транзистора по постоянному току.

52. Модель генератора тока стока МДП транзистора 1-го уровня. Назначение.

53. Модели генератора тока стока МДП транзистора уровней 2 и 3. Назначение.

54. Моделирование элементов накопления заряда эквивалентной схемы МДП транзистора.

55. Малосигнальная модель МДП транзистора. Назначение. 

56. Эквивалентная схема малосигнальной модели МДП транзистора. Моделирование параметров элементов эквивалентной схемы.

57. Шумовая модель МДП транзистора. Назначение.

58. Эквивалентная схема шумовой модели МДП транзистора. Моделирование параметров элементов эквивалентной схемы.
59. Температурная модель МДП транзистора. Назначение.

60. Моделирование температурной зависимости параметров МДП транзистора.
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